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Abstract (en)
[origin: WO8803328A1] A striped-channel field effect transistor (FET) (36) in which a plurality of gate channels (34) extend through a semiconductor
substrate (22) between a source (38) and drain (40). The channels (34) are laterally separated from each other by the substrate (22) material, and
are doped to a substantially greater level than the intervening substrate (22) material. A gate (42) extends across the channels (34) and intervening
substrate (22) material to control the effective channel cross-sectional areas as a function of the gate voltage. The channels are precisely formed
by ion beam implantation (30). The channels (34) are surrounded by a depletion region as they approach pinchoff, thus giving the gate (42) greater
control over the channel conductivity and a higher and more uniform device transconductance. The invention is applicable to both depletion and
enhancement type FETs, and can be fabricated using a variety of processes.

Abstract (fr)
Un transistor à effet de champ (FET) à canaux rayés (36) présente une pluralité de canaux de porte (34) s'étendant au travers d'un substrat
semiconducteur (22) entre une source (38) et un drain (40). Les canaux (34) sont séparés latéralement entre eux par le matériau du substrat (22),
et sont dopés à un niveau sensiblement supérieur que celui du matériau du substrat (22) intermédiaire. Une porte (42) s'étend en travers des
canaux (34) et du matériau du substrat (22) intermédiaire pour commander les zones de sections transversales des canaux en fonction de la tension
de la porte. Les canaux sont formés de manière précise par implantation de faisceaux d'ions (30). Les canaux (34) sont entourés par une région
d'appauvrissement au fur et à mesure qu'ils s'approchent de l'arrachement par pincement, donnant ainsi à la porte (42) un plus grand contrôle sur la
conductivité des canaux et d'une transconductance supérieure et plus uniforme au dispositif. L'invention peut s'appliquer à des transistors à effet de
champ du type à appauvrissement et du type à enrichissement, et ils peuvent être fabriqués en utilisant une variété de procédés.
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